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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Urrterlagen entnommen 

® Integrierte Lanzetten und Systerne zum Messen einer biologischen GroBe 

@ Ein Biosensor mit einer integrierten Lanzette weist eine 
kleine, spitz zulaufende Siliziumlanze (24, 28) sowie einen 
Substratkorper auf, der die aktiven Bauelemente, passive 
Abgleichstrukturen und Einrichtungen (42) fur eine ge- 
naue Montage enthalt. Die Lanzette (24, 28) enthalt eine 
Reihe von Elektroden, die mit einer speziellen Reagenz 
bedeckt sind, um ein Ausgangssignal zur Verfugung zu 
stellen, das proportional der Quantitat eines speziellen 
Materials im Blut oder in einer anderen Korperflussigkeit 
ist. Der Abgleich und die Verstarkung des elektrischen Si- 
gnals werden durch Schaltungen (22) erreicht, die auf 
dem Lanzettenkorper hergestellt sind. Die Lanzette wird 
unter Verwendung von Herstellungstechniken integrierler 
Schaltungen und mikromechanischen Techniken herge- 
stellt und in eine Wegwerfprobenspitze montiert, die ei- 
nen Anschluftrahmen und Pins aufweist. Die Probenspit- 
ze kann an einem stiftfbrmigen Messgeratekorper befe- 
stigt werden, der eine zusatzliche Schaliungsanordnung 
J fur Referenzen, Kompensation, Anzeigetreiber und eine 
externe Kommunikation aufweist. 
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Beschrcibung 



[0001] Die vorliegende Erfindung beziehl sich auf das Ge- 
biei der Biosensoren. 

100021 Biosensoren verschiedener Ancn zum Messen ver- 
schiedener biologischer GroBen sind im Stand der Technik 
gut bekannl. Dcrartige Sensoren sind grundsatzlich in zwci 
Art.cn verfugbar. Eine Art, die fur Einzeimcssungen verwen- 
det wird, erfcrdert. daB die zu testende Korper fiiissigkeit aus 
deni Korper entnommen und auf irgendeine Form eines 
Teslsireifens oder Sensors auBerhalb des Korpers aufge- 
bracht wird. Herkommliche Glukosesensoren, die von Dia- 
betikem verwendet werden, sind von diescr Art und erfor- 
dern die Punktur der Haul, um Blut zu entnehmen oder um 
irgendeine Blutung hervorzurufen, umdie Blutprobe fur den 
Sensor zur Verfugung zu stellen. Eine weitere Art von Sen- 
soren, die fur die kontinuieriiche Uberwachung wahrend 
Opcralionsprozcdurcn verwendet wird, crfordcrt das Ein- 
bringen des Sensors in den Korper, wie beispielsweise in 
den Biutstrom, oder die Umleitung des Flusses der Flussig- 
keit uber den Sensor fur einen richtigen Beirieb. Dies ist in- 
vasiver als die Punktur der Haut durch eine Nadel oder eine 
scharfe Spitze, um ausreichend Flussigkeil fur Testzwecke 
zu entnehmen. 

[0003] Die vorliegende Erfindung isl ein integrierter Lan- 
zerten-Biosensor. der die biologischer GroBe innerhalb des 
Korpers miBt aber weniger invasiv als eine Nadel oder eine 
herkommliche scharfe Spitze ist. 

[0004] Die hier offenbarte Erfindung ist eine Strukturfur 
die Messung biologischer GroBen. wic beispielsweise der 
Blutglukose. Die Erfindung kombiniert Herstellungstechni- 
ken integrierter Schaltungen rait mikromechanischen Tech- 
niken um einen integrierten Lanzerten-Biosensor zu erzeu- 
gen. Die integrierte Lanzette besteht aus einer kleinen, spitz 
zulaufenden Siliziumlanze und einem Korperbereich, der 
aktive Bauelemente, passive Abgleichstrukturen und Merk- 
male fur eine akkurate Montage enthalt. Die Lanze weist 
eine Reihe von Elektroden auf, die mil. einer spezieilen Rea- 
genz bedeckt sind, um ein zu der Quantitat des spezieilen 
Materials im Blut oder der anderen Korperflussigkeit pro- 
portionales Ausgangssignal zur Verfugung zu stellen. Der 
Abgleich und die Verstarkung des elektrischen Signals wer- 
den mil einer elektronischen Front-End-Schaltung, die auf 
dem Lanzettenkorper hergestellt ist, erreicht. Die Lanzette 
ist in eine Wegwerfsondenspitze montiert, die einen An- 
schluBrahmen und Pins enthalt. Die Sondenspitze kann an 
einem stiftartigen MeBgeratekorper befestigt sein, der zu- 
satzliche Schaltungen fur Referenzen, Kompensation, An- 
zeigetreiber und eine exteme Kommunikation aufweist. 
[0005] Bevorzugte und vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung sind in den Unteranspriichen gekennzeichnet. Im 
folgenden wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausfuh- 
rungsbeispiele naher beschrieben. In den Zeichnungen zei- 
gen: 

[0006] Fig. la bis lb ein AusfuhrungsbeispieJ der inte- 
grierten Lanzette gemafi der vorliegenden Erfindung. 
[0007] Fig. 2 zeigt die Lanzette gemaB Fig. 1, die in eine 
Wegwerfsondenspitze eingegossen ist. 
[0008] Fig. 3 veranschaulicht ein alternatives Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung, insbesonderc eine Version der 
integrierten Lanzette mil eineni geraden Korper. 
[0009] Fig. 4 veranschaulicht die Wafer-Herstellung der 
Lanzetten, wobei eine groBe Anzahl von Lanzetten auf ei- 
nem einzigen Wafer eines Halbleitennaterials, typischer- 
- wcisc cincm Siliziumwafcr, hergestellt werden kann. 
[0010] Fig. 5a bis 5b zeigen einen beispielhaften ProzeB- 
ablauf fur die Herstellung der integrierten Lanzette gemaB 
der vorliegenden Erfindung. 



[0011] Fig. 6a bis 6c veranschaulichcn die mikxomecha- 
nisch in die Lanzetienspitze cingebrachtcn Lanzettenobcr- 
flachenkapillaren, die den Transport der Korperflussickeiien 
zu den Reakiionsptatzen wahrend der Vcrwcndung W unter- 
5 stiilzen. 

[0012] Fig. 7a und 7b veranschaulichcn die Verwendung 
des Tape Automated Bonding (TAB) und die SpritzguB- 
Wegwerfspitze, wobei die AnschluBtlachcn auf der inte- 
grierten Lanzette mil Hockern (Bumps) versehen und direkt 
to auf einen AnschluBrahmen ohne Bonddrahtc gelotet sind. 
[0013] Fig. 8 veranschaulicht eine HandmeBgerat mon- 
tage, wobei die Wegwerfsondenspitze in einen eine An- 
zeige, eine Alarmeinrichtung und exteme Verbindungsan- 
schliisse enthaltenden MeBgeratekorper eingesetzt wird. 
15 [0014] Fig. 9a bis 9c veranschaulichen eine iniegrierte 
Lanzette, die vier Verbindungs-Pads verwendet. 
[0015] Fig. 10a bis 10c veranschaulichen eine integrierte 
Lanzette, die auf einer PI astiksonden spitze monticrt ist, mit 
dem vergossenen AnschluBrahmen drahtgebondet und uni- 
20 spritzt ist, um eine Wegwerfsondenspitze gemaB der vorlie- 
genden Erfindung zu bilden. 

[0016] Fig. 11a und lib veranschaulichen ein HandmeB- 
gerat und einen Verbinder, wobei der Me Bgerat korper Batte- 
rien, eine LCD-Anzeige, einen IrDA-Port und eine interne 
25 PC-Plaline aufninmiL wobei der Verbinder ein Aufslecken 
der Wegwert^sondenspitze auf das MeBgerat gestattet. 
[0017] Fig. 12a bis 12d veranschaulichen beispielhafte 
Lanzetten-Biosensor-Schaltungen. 

[0018] Fig. 13 prasentiert ein beispielhaftes Biosensor- 
30 meBgeratschema. 

[0019] Fig. 14 prasentiert einen Beispiel-ASIC fur den 
ASIC 70 gemaB Fig. 13. 

[0020] Fig. 15 ist ein beispielhaftes verallgemeinertes Ab- 
laufdiagramm fur den ProzeB, den Test und die Montage der 
35 Lanzetten gemaB der vorliegenden Erfindung. 

[0021] Der integrierte Lanzetten- Sensor gemaB der vorlie- 
genden Erfindung (oftmals einfach als Lanzette bezeichnet) 
ist ein MEMS-Bauelement (mikroelektro-mechanisches- 
System-Bauelement) fur eine genaue preiswerte und be- 
40 queme Losung mit geringem Schmerz fur die Messung der 
Blutglukose und anderer Korperbestandteile. Eine Kombi- 
nation von Verfahren der Mikrobearbeitung, der Herstellung 
integrierter Schaltungen (IC) und der Verkapselung/Mon- 
tage wird verwendet, um eine Mikrolanze mit Sensorelek- 
45 troden, integrierter Elektronik, drahtgebondetem AnschluB- 
rahmen und Piastikverkapselung bei dem bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiel fur eine Blutglukosemessung zu erzeugen. 
Das bevorzugte Ausfuhrungsbeispiel umfaBt eine mikromc- 
chanische Lanzette, fiache Reaktionsplatze an der Spitze, 
50 ein minimales Blutvolumen, keine eingeschlossenen Kapil- 
laren, eine schnelle Reaktionszeit, eine chipeigene inte- 
grierte Elektronik, eine Kombination von AnschluBralmien, 
Verbinder- Pins und ein umhullcndes Plastikgehause. 
[0022] Ein Ausfuhrungsbeispiel der integrierten Lanzette 
55 ist in Fig. la gezeigt. Die Lanzette ist typischerweise auf ei- 
nem Siliziumsubstrat ausgebildet und wird gekennzeichnet 
durch Bondinseln 20, bei diesem Ausfuhrungsbeispiel drei 
Bondinseln, eine integrierte Elektronik 22, einen Nadel- 
schaft 24, Reaktionsstellen 26 und eine scharfe Lanzen- 
60 spitze 28. Das Bauelement kann schmaler als 0,5 mm an ei- 
ner Seite, einschlieBlich der Lanzenspitze, sein, was vom 
Grad der Integration der in der Lanzette gewiinschten Elek- 
tronik abhangig ist. Diesbeztiglich ist es bevorzugt, zumin- 
dest eine Pufferschaltung auf der Lanzette zur Verfugung zu 
65 stellen, obwohl cin hohcrcr Grad der Signal vcrarbcitung 
enthalten sein kann. Bei einer solchen Konfiguration kann 
der die integrierte Elektronik 22 und die Bondinseln 20 ent- 
haltende Korper etwa 400 um an Seitenlange aufweisen und 
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der Nadelschafi 24 etwa 80 um und die Lanzettenspitze 28 
etwa 20 um lang sein. Eine dreidimensionale Lanzetten- 
spitze 28 ist in Fig. lb gezeigt. Die Lanzettenspitze kann 
eine Dicke zwischen 100 um his iiber 625 um haben. was 
von den Festigkeiisanforderungen der Lanzette abhangt. > 
|0023] Eine Schnitt ansicht der Lanzette ist in Fig. lc ge- 
zeigt. die ein Elektrodenntetall 30 (wie beispielsweise Pla- 
lin) zeigt, datf gegenuber dcni Siliziumsubstrat 32 durch 
eine Oxiddielektrikum 34 isolien und mil einer Passivie- 
run^sschicht 36, wie beispielsweise Siliziumnitrid, bedeckt 10 
isi. Ein Gel oder eine Reagenz 38 ist iiber den Elektroden 
aufgebracht. datnit der Sensor fur das gemessene Material 
spezifisch ist. wie beispielsweise Glukoseoxidase fur die 
Messung der Blutglukose. 

[0024] Eine Draufsicht auf den Elektrodenbereich ist in 15 
Figur JA gezeigt. Bei dieseni Ausfiihrungsbeispiel wird eine 
Kelvin-Anordnung der vier Elektroden verwendet. Die zwei 
auBcrcn Elektroden stcllcn cincn vorgcgcbcncn Strom durch 
die Reagenz zur Verfiigung, iiber welchen der Widerstand 
der Reagenz durch Messung der Spannung iiber die zwei 20 
mittlcren Elektroden.. durch einen Versiarker hoher Ein- 
gangsinipedanz bestimmt werden kann. Selbstverstandlich 
konnen andere MeBverfahren unter Verwendung von zwei 
oder drei Elektroden zur Messung des Stroms oder des che- 
misehen Potentials am Reaktiunsplalz angewendet werden. 25 
[0025] Bei dem Ausfiihrungsbeispiel ist die inregriene 
Lanzette in ein Plastikgehause, das eine AnschluBrahmen- 
einheit 40 enthalt. eingegossen. wie es in Fig. 2 gezeigt ist. 
Die integrierte Lanzette enthalt vorzugsweise mikromecha- 
nisch hergestellte Arretierungen 42, uni die Verbindung oder 30 
Haftung zwischen dem Kunstsioff und dem Silizium zu ver- 
bessem. Die Arretierungen konnen halbkreisformig, drei- 
eckformig. widerhakentormig oder von anderer Form sein. 
[0026] Eine Version einer Lanzette mit geradem Korper 
ist in Fig. 3~gezeigt, wobei die Bondinseln 20 entlang der 35 
Mittelachse der Lanzette angeordnet sind. Beide Versionen 
oder weitere Altemativen der Lanzette konnen in groBen 
Arrays aus Siliziumwafem chargenweise hergestelU wer- 
den, wie es in Fig. 4 veranschaulicht ist. 

[0027] Ein vereinfachter ProzeBablauf fur die integrierte 40 
Lanzette ist in den Fig. 5a bis 5b veranschaulicht, bei dem 
Standard-Siliziumwafer 44 (n-Typ oder P-Typ) mil inte- 
grierter Eleklronik und zusatziichen Abgleichsschaltungen, 
die allgemein durch das Bezugszeichen 46 angezeigt sind 
(Fig. 5a und 5b), hergestelU werden. Der IC-ProzeB kann bi- 45 
polar, CMOS oder biCMOS sein, um die Leistungs-, Ener- 
gie- und Kostenanforderungen der chipeigenen Schaltung 
zu erfullen. Eine einzelne Fotomaske wird dann verwendet, 
urn den unregelmiiBig gefonnten Korper und die Lanzetten- 
spitze zu bilden. indem eine Fotolackmaske verwendet wird 50 
und tiefe Graben 48 in den Silizium- Wafer geatzt werden 
(z. B. 150 um tief). wie es in Fig. 5c gezeigt ist. Nach dem 
Entfernen der Fotolackmaske, wird ein Riickseitenschleif- 
oder Atzschritt verwendet, um die Lanzetten zu separieren, 
wie es in Fig. 5d gezeigt ist.iin (nicht gezeigter) stiiizender 55 
Wafer oder Trager wird auf der vorderen Oberflache des 
Wafers walirend dieses Schritles verwendet, um die Lanzet- 
ten zu halten. Es konnen auch andere Herstellungstechniken 
verwendet werden. 

[0028] Ein zusatzlicher mikromech anise her Schritt kann GO 
in die Lanzettenherstellung aufgenomnien sein, um die 
Moglichkcit fur die Korpcrflussigkeiten zum Erreichen der 
Reagenz und Elektroden zu verbessern. Schmale Kapillaren 
konnen in der Lanzettenspitze ausgebildet werden, um bei 
Fallen, bei denen die Haut oder andcrcs Epidermis mate rial 65 
die Elektroden verdecku biologische Fiussigkeiten zu den 
Elektroden zu fuhren. Die Mikrokapillaren 50 sind in Fig. 
5a gezeigt, wobei in Fig. 6b die Lanzettenspitze die Haut 



durchdringt (nicht maBstablich). was zu einem moglichen 
Verdecken der Elektroden fuhrt (Fig. 6c). Die Mikrokapilla- 
ren konnen fiir einen wirksamen FliissigkeitsfluB ein Bei- 
spielseitenverhaltnis (Tiefe zu Breile) groBer 2 : 1 aut'wei- 
sen. 

|0029] Die integrierte Lanzette kann mil Hockem 
(Bumps) versehene Retlow-AnschluBflachen aufweisen, die 
sich direkt an einem ublichen AnschluBrahmen orientieren, 
wie es in Fig. 7a gezeigt ist, um durch Rerlow-Loicn gebon- 
ded zu werden. Die Baueinheit wird durch Kunstsioff vor 
dem Entfernen des AnschluBrahmens (Lead-Frame) einge- 
gossen. wie es in Fig. 7b gezeigt ist. 

[0030] Die integrierte Lanzette und das Kunststoffgehause 
53 bilden eine Wegwerfspitze fiir eine Einmalmessung der 
Korpcrflussigkeiten, wie es in Fig. 8 gezeigt ist. Der An- 
schluBrahmen 40 ist so ausgebildet, daB er drei oder vier 
Pins aufweist, welche es der Sondenspitze 52 enndglichen, 
in einen McBgcratckorpcr cingcstcckt zu werden. Ein zylin- 
drischer, stiftformiger MeBgeratekorper 54 ist in Fig. 8 ge- 
zeigt, und enthalt eine PC-Platine, eine Verstarkungs schal- 
tung, digitale Signalverarbeitungsschaltungen, einen inter- 
nen Speicher und Taktschaltungen, Schaltungen fiir die ex- 
terne Kommunikation, wie beispielsweise eine IrDA- 
Schnittstelle, Anzeigetreiber, ein LCD-Display 56, Batte- 
rien und eine geeignele Sliflklammer und dient zuin Verar- 
beiten des Signals aus der Sondenspitze 52 und zum Anzei- 
gen des Ergebnisses und/oder zum Kommunizieren mil wei- 
lerer Ausriistung durch eine Draht verbindung oder eine 
drahdose Verbindung, wie beispielsweise HF oder Infrarot- 
kommunikation. 

[0031] Eine Vier- AnschluBflachen- Version der Lanzette 
ist in den Fig. 9a und 9c gezeigt. Die Draufsicht (Fig. 9a) 
zeigt die vier AnschluBflachen oder Bondinseln 20. den Ort 
der Verstarkungs- und Abgleichschaltung 58, Dreifachelek- 
troden und Lanzettenspitze 24 mil typischen Abmessungen. 
Fig. 9b zeigt eine dreidimensionale Ansicht der Lanzetten- 
spitze, wobei die vollstandige Struktur in Fig. 9c gezeigt ist. 
[0032] Eine in die Plastiksondenspitze 52 montierte Lan- 
zette 60 ist in Fig. 10a gezeigt, wobei Vorspriinge 62 in dem 
Kunststoffgehause und komplementare Ausnehmungen in 
der Lanzette 60 verwendet werden. um die Siliziumlanzette 
test zu hah en. Die Ruckseite der Wegwerf sondenspitze mit 
AnschluBrahmenpins 40 ist in Fig. 10b sichtbar zusammen 
mil einer vergroBerten Frontal ansicht in Fig. 10c, die die 
Anordnung der Lanzette zeigt. Die konische Spitze 64 ist in 
der teilweise weggeschnittenen Ansicht gezeigt, um den 
AnschluBrahmen und die Bondinseln zu enthulien. 
[0033] Ein HandmeBgerate korper 54, der die Schnittstel- 
len- und Kommunikationselektronik, Batterien und Anzeige 
56 enthalt, ist auBerdem in Fig. 1 1 a zusammen mit einer Ab- 
deckung 66 fiir die Wegwerfsonde 52 gezeigt. Ein Verbin- 
dersteckplatz 68 ist ini Detail in Fig. lib gezeigt. Der MeB- 
geratekorper bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist etwa 5,3 
Zoll lang und weist einen Durch messer von 3/8 Zoll auf. 
wobei die Wegwerf sondenspitze in der GroBenordnung von 
0.385 Zoll lang ist. 

[0034] Die elektronische Schaltung ist so unterteilt. daB 
eine optimale Leistung und ein Kostenvorteil durch Mini- 
mierung der in der Wegwerfsonde 52 verwendeten Schal- 
tungsmenge erreicht wird. Vier Beispiel versionen der chip- 
eigenen Eleklronik sind in den Fig. 1 2a bis 12d gezeigt. Fig. 
12a zeigt zwei Elektroden fur amperometrische Messungen 
an den Reagenzorten. Ein einzelner Operations verstarker 
verstarkt das Signal, wobei die Spannungspegel durch ein 
chipcigcncs Abglcichnctzwcrk und cine von auBcn angc- 
legte Vorspannung eingestellt werden. Eine Drei-Elektro- 
den- Version ist in Fig. 12b gezeigt. mit einer zusatziichen 
Gegenelektrodenvorspannungsversorgung. Zwei- und Drei- 
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Elektroden-Versionen mil Stromspiegeln sincl in den Fig. 
12c unci 12d gezeigt. Ein zugeschnittener ASIC 70 (anwen- 
dungsspezifische integrierte Schaltung, im Detail in Fig. 14) 
kann eine Schirittsfelle zwischen deni LanzettenanschluG 72 
(Fig. 13) und einem Mi krocon troll er 74 fur eine * e naue 5 
Wiedergabe und Ubermittlung der Glukosepegel bilden. Der ' 
ASIC enthalt Versiarkungsschaltungcn, Analog-Digital- 
Umsetzer, eine Spannungsreferenz, eine TemperaturmeB- 
schaltung und cine Spannungsuberwachungsschaltung fur 
den Mikrocontroller. Taktfunktionen werden mil einem 10 
Quarzkristall 76 zur Verfugung gestellt und ein Thermistor 
78 wird verwendet, urn ein Teniperatureingangssignal fur 
die Kompensationsschaltung zur Verfugung zu stellen. 
[0035] Eine Alanneinrichtung 80 ist zum Alarmieren des 
Benutzers enthallen, wenn eine Messung vorgenommen 15 
wird. Das LCD-Display 56 schafft eine unmittelbare An- 
zeige des Biutglukosepegels, wahrend eine exteme Kom- 
munikationscinrichtung, wic bcispiclswcisc cin IrDA-Port 
82, verwendet werden kann, urn niit der Zeitydem Datum 
versehene Daten fur ein nachfolgendes Hinaufladen in einen 20 
Personalcomputer fur eine genaue Aufnewahrung einer 
Aufzeichnung zur Verfugung zu stellen. 
[0036] Ein beispielhafter GesamtprozeB, Test- und Mon- 
tageablauf fur eine integrierte Lanzette fur die Glukoseer- 
lassung ist in Fig. 15 gezeigt. Begonnen wird mil dem Ab- 23 
schluB der Analog-IC-Bearbeitung der Halbleiter- Wafer 
Eine Parametertestung (PT) wird durchgefuhrt, urn Bauele- 
nienteparameter zu messen und die Bearbeitungsschritte zu 
uberprufen. Die mikromechanischen Bearbeitungsschritte 
zum Ausbilden der Ausnehmungen in deni Silizium-Wafer 30 
werden wahrend des MEMS-Prozesses durchgefuhrt, dem 
ein Sortieren und ein Abgleich auf Wafer-Ebene folgt. Die 
Wafer werden dann von der Riickseite her abgedunnU urn 
die Dicke der Lanzette zu reduzieren und die Vielzahl der 
Bauelemente (> 60.000 auf 6"-Wafer) zu vereinzeln. Man 15 
heachte, daB bei diesem ProzeG kein Zersagen verwendet 
wird. Die Mikrolanzette wird in die Sondenspitzeneinheit 
unter Verwendung von Klebstoffen montiert, und die An- 
schluBflachen (Pads) werden mit dem AnschluBrahmen mit 
Drahtbondungen verbunden, worauf ein EingieBen der 40 
Bonddrahte folgt. Nach einem Autoklaven-Schritt wird Glu- 
koseoxydase durch Eintauchen oder Aufspriihen aufge- 
bracht, gefolgr von einer Trockensequenz. Die Sondenspit- 
zen werden in eine spezielle Handhabungseinrichtung ge- 
bracht fiir ein abschlieBendes Testen. urn eine Uberprufuns 45 
und em Markieren guter Teile vor der endgultigen Verpak- 
kung und dem Versand zur Verfugung zu stellen. 
[0037] Die Vorteile der vorliegenden Erfindung sind eine 
gute Genauigkeit, reduzierte Kostem eine wegwerfbare 
Baueinheit. ein schnelles Ansprechen, ein minimaies Ein- 50 
dnngen m den Korper und eine mini male Extraktion von 
Korperflussigkeit sowie ein geringer Schmerz im Vergieich 
zu vorhandenen Verfahren. Die Bauelementeflache ist we- 
gen der zu verringenden Kosten des Siiiziums gering Es 
werden preiswerte Verkapse lungs- und EinguBtechniken be- 55 
nutzt fur eine hone Stuckzahl von Wegwerfbauelemente, 
Em verbessertes Ansprechen wird erreicht. indem die Elek- 
troden direkt in Kontakt mit unter der Oberflache der Haul 
hegenden Epidennisschichten gebracht werden. Eine Ex- 
traktion der Korperflussigkeit wird nahezu beseitigt. indem 60 
die Elektroden in die Spitze der Lanzette gebracht werden, 
was die Menge der entnommenen Korperfiussigkeiten im 
Vergieich zu Nadeln betrachtlich reduziert. Die winzige 
GrbBe der Lanzette reduziert den Schmerz des Eindringens. 
so daB dicser mil cincm Miickcnstich vcrglcichbar odcr gc- 65 
nnger ist, aber ohne begieitendes Jucken. 
[0038] Wahrend bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung hier offenbart worden sind, dienr ei- 



ner derartige OrTenbarung nur dem Zweckc cines besseren 
Verstandnisses beispielhafter Ausfiihrungsformcn und nicht 
der Emschrankung der Erfindung. Es ist fur Fachleute klar, 
daR verschiedenc Anderungen an der Form und den Details 
vorgenommen werden konnen, ohnc vom Geist und Umfang 
der Erfindung, wie er in den anhangigcn Anspruchen ange- 
geben ist, abzuweichen. 

Paten tan spriiche 

1. Lanzctie. aufweisend: 

einen Halbleiterchip mit einem nadelartigen spitzen 
Vorsprung, einer Mehrzahl von Elektroden und einer 
selektiven Reagenz auf einer Oberflache des Vor- 
sprungs und in elektrischem Kontakt mit wenigstens 
zwei der Elektroden. 

2. Lanzette nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass cin Chiptragcr vorgcschcn ist. wobei der Halblei- 
terchip und der Chiptrager komplementar gefonnte Be- 
reiche aufweisen, urn das Halbleiterchip in dem Chip- 
trager so zu halten, dass sich der Vorsprung an dem 
Halbleiterchip iiber den Chiptrager hinaus erstreckl. 

3. Lanzette nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Chiptrager einen Anschlussrahmen und der 
Halbleiterchip Bondinseln enlhalt. die eieklrisch mil 
den Elektroden gekoppelt sind, wobei der Anschluss- 
rahmen und die Bondinseln elektrisch miteinander ver- 
bunden sind. 

4. Lanzette nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Anschlussrahmen integrale Pins fiir eine elek- 
trische Verbindung zu einer externen Schaltung auf- 
weist. 

5. Lanzette nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet. dass der Halbleiterchip eine inte- 
grierte Signalaufbereitungsschaltung aufweist. 

6. System zum Messen einer biologischen GroBe, auf- 
weisend: 

einen Halbleiterchip mit einem nadelartigen spitzen 
Vorsprung, einer Mehrzahl von Elektroden und einer 
selektiven Reagenz auf einer Oberflache des Vor- 
sprungs und in elektrischem Kontakt mit wenigstens 
zwei der Elektroden; 

einen Chiptrager, wobei der Halbleiterchip und der 
Chiptrager komplementar gefonnte Bereiche aufwei- 
sen, die das Chip in dem Chiptrager so halten, dass der 
Vorsprung an dem Halbleiterchip iiber den Chiptrager 
hinausragt, wobei der Chiptrager einen Anschlussrah- 
men und der Halbleiterchip Bondinseln, die elektrisch 
mit den Elektroden gekoppelt sind, aufweist, wobei der 
Anschlussrahmen und die Bondinseln miteinander 
durch Drahtbondung gekoppelt sind, wobei der An- 
schlussrahmen Pins fiir eine elektrische Verbindung zu 
einer externen SchaJtung aufweist; 
wobei das Halbleiterchip und der Chiptrager eine per- 
manente Sensoranordnung bilden; 
wobei ein Handmessgeratekorper losbar mit der Sen- 
soranordnung verbindbar ist, wobei der Messgerate- 
korper eine Schaltung zum Verarbeiten von Signalen 
aus der Sensoranordnung aufweist sowie eine Anzeige 
zum Anzeigen von Signalverarbeitungsergebnissen 
und/oder eine Schaltung fur eine exteme Kommunika- 
tion aufweist. 

7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schaltung zum Verarbeiten von Signalen aus 
der Sensoranordnung cine Kompensationsschaltung 
umfassf. 

8. System nach Anspruch 6 oder 7. dadurch gekenn- 
zeichnet. dass das Halbleiterchip eine integrierte Si- 
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gnalaufbereiiungsschaltung enthalt. 
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